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1 . Bei diesem Bericht handeft es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Pruning beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmetder gemaB 
Artikel 36 ubermitteft wird, 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschfieBfich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdern iiegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen *5 ? *i C f 

a, □ (an den Anmelder und das Internationafe Bum gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspriichen undtoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde Iiegen, undvbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthaiten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationaien Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale Bum gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahf der/Ues elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , der/die ein SequenzprotokoH und/bder die dazugehorigen Tabelien enthaltfenthaiten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschrtften). 



4, 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten; 

M Fefd Nn I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ml 



Grundfage des Berichts 
Prioritat 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

□ Feld Nl IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erftndung 

Feld Nr. V Begrundete Feststeliung nach Arikel 35(2} hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeliung 

Feld Nr. VI Bestimmte angef unite Unterlagen 

Feld Nr. Vll Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Feld Nr. VI II Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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□ 
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Feid Nr. 1 Grundfege des Berichts 

1 . Hinsichtftch der Sprache beruht der Bescheid auf 

S der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Ubersetzung handeft, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12,4 a)) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) undybder 55.3 a)) 

2, Hinsichtlicb der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbiatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, geiten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprungiich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-10 eingegangen am 09.12,2005 mtt Schreiben vom 05,12.2005 

Anspruche, Nr. 

1-5 eingegangen am 09,12,2005 mit Schreiben vom 05,12.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokofl und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. D Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprGche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokofl (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesern Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
n Anspruche: Nr, 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb- 

□ Sequenzprotokofl (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokofl gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn PunJct 4 zutrlfft , kSnnen elnlcje oder alle dlesezr Bla.tter mit der Bemerlcuncf 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterfagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 1-5 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1 -5 
Nein: Anspruche 



Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-5 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Rege! 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststeilung hinsichttich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterfagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststeilung 

D1: US-A-5 594 266 (BEIGEL ET AL) 14. Januar 1997 (1997-01-14) 
Anspruch 1 : 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart eine Anordnung rnit einer Planardiode zum Schutz 
von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten dadurch, 
dass in Anspruch 1 in einer gemeinsamen ersten Elektrode mehrere Planardioden mit jeweils 
einer zweiten Elektrode, die von der ersten Elektrode umschlossen werden, angeordnet sind. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die rnit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen werden, dass 
parasiiare Strome in benachbarte Schaltungsteile verhindert werden, welches eine 
Verbesserung des Latch-up-Verhaltens des Bauelements zur Folge hat. Dies wird gelost, 
indem die auBere gemeinsame Elektrodenflache ein geschlossenes Netzwerk darstellt Im 
Dokument D1 findet sich kein Anreiz, ein Array aus mehreren Planardioden derart zu 
gestaiten. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anrneldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus diesem Grunde auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT), 

Anspruche 2-5: 

Die Anspruche 2-5 sind vorn Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfails die 
Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit 
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10 Anordnung zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatische Entladungen 

Die Erfindung betrif f t . eine Anordnung zum Schutz von 
Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische Entladungen, mit 
15 einer Planardiode, bei der die Elektroden jeweils durch eine 
Vielzahl von Kontakten kontaktiert sind und die Kontakte uber 
Metallschiehten mit der Betriebspannung, einem Ein-/Ausgahgspad 
Oder der Masse verbunden sind. 

20 Sowohl im Fertigungsprozess als auch bei einem nachf olgenden 
Einbau in eine ubergeordnete Schaltungsanordnung, sowie dem 
Betrieb der integrierten Schaltung, ist" diese unvermeidbaren 
Umwelteinf liissen ausgesetzt, zu denen beispielsweise 
elektrostatische Entladungen (ESD = electrostatic discharge) 

25 gehoren. 

Elektrostatische kadungen entstehen durch Reibung zwischen 
verschiedenen Materialien und konnen Potentiale von mehreren kV 
auf einem Ladungstrager aufbauen. Bei einem Kontakt des 

30 Ladungstragers , beispielsweise mit einem Pin des integrierten 
Bauelementes , flieSt die gespeicherte Ladung im 
Nanosekundenbereich ab und erzeugt dabei kurzzeitig Strome bis 
in den Amperebereich . Dieser Strom muss durch die ESD- 
Schutzschaltung und die entsprechenden I/eiterbahnen abgeleitet 

3 5 werden. Die Auslegung dieser Strombahn begrenzt den ESD- Schutz 
in der Weise, dass durch das Uberschreiten einer zulassigen 
Stromdichte zum Entladungszeitpunkt eine Zerstomng von Teilen 
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der integrierten Schaltung infolge thermischer uberlastung 
entsteht. Da sich die Stromdichten der ESD-Ent ladling mit 
kleirceren Strukturabmessungen vergroEern, gewirmt die E5D- 
Problernatik mit zunehmender integrationsdichte der integrierten 
5 Schaltungen an Bedeutung. 

Eine aus' dem Stand der Technik bekannte Mafinahme zum Schutz, 
gegen elektrostatische Entladungen ist das Zusciialten von 
Schutzdioden zwischen das Ein- /Ausgangspad und dem Potential 
10 VDD sowie der Masse VSS. Die Zuschaltung erfolgt derart, dass 
die erste Schutzdiode mit der Kathode am Potential VDD und der 
Anode am Ein- /Ausgangspad und die zweite Schutzdiode mit der 
Kathode am Ein- /Ausgangspad und der Anode am Potential VSS 
^ angeschlossen ist. 

15 

Zur Einhaltung der Quali tat sanf orderungen an moderne IC's 
existieren verschiedene Tests tandards . Das zurzeit ubliche 
Human-Body-Model-Testverfahren (HBM) wird mehr und mehr vom 
Charge-Devi ce-Model-Testverf ahren (CDM) abgelost. Das CDM- 
20 Testverf ahren stellt erhohte Anf orderungen an die ■ 
Stromfestigkeit der ESD-Schutzelemente . Die Strombelastung ist 
etwa um den Faktor 10 groSer als beim HBM~Test. Da die 
Zeitspanne des Stromimpulses beim CDM-Test kleiner als Ins ist, 
findet praktisch eine adiabatische Erwarmung durch den 
^ 15 Stromfluss statt, Somit wird fur die Stromableitung bei einem 
CDM-Testverf ahren mit IkV Hochspannungsentladung wesentlich 
mehr Chipflache benotigt als bei einem HBM-Testverf ahren mit 
4kV, Infolge dieses Mehrbedarfs an. Chipflache verliert man 
einen Teil der durch .eine Strukturverkleinerung gewonnenen 
3 0 Chipflache. Bei einem CDM-Testverf ahren nimmt die 
Ent lades tromstarke durch eine Schutzdiode stark zu, was eine 
VergroSerung der Diodenflache zur Folge hat. 

Mit der Zunahme der Stromstarke und der Strukturverkleinerung, 
35 welche eine hQhere Integrationsdichte zur Folge hat, wird das 
Latch-up~Verhalten der Anordnung immer kritischer. Bedingt 
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/J durch die groKe, beispielsweise von einem Anodenring umgebene, 

Kathodenf lache wird ein Substratstrom erzeugt, der tief in das 
Substrat eindringt. und somit nicht vollstandig durch die Anode- 
aufgenorrsmen werden kann. Dieser Strom kann dann eine 
5 Fehlfunktion in benachbarten integrierten Strukturen auslosen. 

Aus der US 5,594,266 ist eine Anordnung einer Schutzdiode zum 
Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen elektrostatische 
Entladungen bekannt, wobei die Anordnung aus einer Planardiode 

10 niit zwei Elektroden besteht bei der die Elektroden jeweils 
durch Kontakte kontaktiert sind und die Kontakte uber 
Metallebenen niit der Betriebsspannung, einem Pad oder der Masse 
verbunden sind,- wobei die Planardiode aus einer ersten 
insel fornix gen Elektrode besteht, die von einer zwei ten 

15 Elektrode umschlossen wird, und wobei die Kontakte der ersten 
Elektrode mit einer ersten Metallebene und die Kontakte der 
zweiten Elektrode mit einer zweiten Metallebene kontaktiert 
sind. 

20 Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, dass infolge der 
hohen Anf orderungen an die Schutzdiode (Strombelastung) eine 
groSere Chipf lache fur die Diode benotigt wird. Mit der Zunahme 
der Stromstarke und der S trukturverkl einerung , welche eine 
hohere Integrationsdichte zur Folge hat, wird aber das Latch - 
f i5 up-Verhalten der Anordnung immer kritischer. Bedingt durch die 
groSe, beispielsweise von einem Anodenring umgebene, 
Kathodenf lache wird ein Substrat Strom erzeugt, der tief in das 
Substrat eindringt und somit nicht vollstandig durch die Anode 
aufgenommen werden kann. Dieser Strom kann dann eine 
3 0 Fehlfunktion in benachbarten integrierten Strukturen auslosen. 

Aus der US 6,518,604 ist eine Schutzdiode mit langen Anoden- 
und Kathodenstreif en. bekannt . Diese Anordnung gewahrleistet, 
dass ' der im Substrat ehtstehende Strom an der Oberf lache 
35 abgesaugt wird und nicht tief in das Substrat eindringen kann, 
Bei dieser Art der Diode ist der Stromfluss durch den 
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- ; Diodenrand grofier als der Strom durch die Grundf lache . 

Der Nachteil dieser . Anordnung besteht in einem erhohten 
FISchenbedarf , da die Aufteilung in Diodenfinger infolge des 
5 notwendigen Abstands zwischen Anoden- und Kathodenkontakt- 
gebieten zusatzliche Chipf lache erfordert, AuSerdem werden die 
Rands tiicke der Diodenfinger nicht fur die Stromableitung 
genutzt.' Fur lange Finger muss die Dimensionierung der 
Metal lleitungen fur die einzelnen Anoden- und Kathodenleitungen 
10 der Stromdichte angepasst werden. Diese Anpassung erfordert> 
unter der Einhaltung von Designregein, einen . weiteren 
Platzbedarf . 

f 

Aus der DE 197 46 62 0 ist eine Halblei terdiode mit zwei 
15 Elektroden, die Kathode und Anode bilden bekannt, wobei 
mindestens eine der Elektroden gekrummt ist, und die Oberf lache 
der anderen Elektrode hochstens 20% des Produkts aus Breite der 
anderen Elektrode und der inneren Randlange der gekrummt en 
Elektrode betragt. 

20 

Aus der US 2002/0088978 ist ein Verfahren zur Herstellung eines 
Substrates bekannt, welches in Reihen und Spalten angeordnete 
aktive Elemente enthalt. Wobei jedes einzelne Element mit einem 
TFT- Trans is tor verbunden ist, welcher eine mit der zugehorigen 
j ?5 Reihenleitung verbundene Gatterelektrode und mit der 
entsprechenden Reihenleitung verbundene Source- und Drain- 
Anschliisse aufweist. Eine ESD-3chutzschaltung ist mit mindesten 
einer Reihenleitung zum Schutz des TFT-Transistors gegen 
elektrostatische Aufladung verbunden. 

3 0 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung 
einer Schutzdiode zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatische Entladungen zu schaffen, mit der ein 

■ 

verbesserter ESD-Schutz mit einer optimalen Chipf lacnennutzung 
35 und einem verbesserten Latch-up-Verhalten erreicht wird. 
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GemaS der Erf indung wird die Aufgabe bei einer Anordnung einer 
Scliutzdiode zum Schutz von Halbleiterscfraltkreisen gegen 
elektrostatisciie Entladungen der eingangs genannten Art dadurch 
gelost, dass in einer gemeinsamen erst en Elektrode melirere 
5 Planardioden mit jeweils einer zweiten inselformigen Elektrode, 
die von der ersten Elektrode umschlossen werden, angeordnet 
sind, dass die Kontakte der Elektrode mit einer ersten 
Metal lebene und die Kontakte der Elektrode mit einer dariiber 
liegenden zweiten Metallebene kontaktiert sind- 

10 

Die Realisierung von Dioden auf Wafern wird vorzugsweise in der 
• Form einer Planardiode mit einem grofien FlSchenquerschnitt des 
pn- liber gangs ausgef uhrt . GemaS der erf inderischen Losung ist 
£ eine erste Elektrode in der Flache der zweiten Elektrode 

15 eingebettet, wobei die inselformige erste Elektrode 
beispielsweise eine kreisf ormige oder rechteckige Form, 
aufweist. Beide Elektroden sind jeweils mit verschiedenen 
dariiber liegenden Metallebenen " durch eine Vielzahl von 
Kontakten elektrisch lei tend verbunden . Durch die Verwendung 

2 0 einer Vielzahl von parallel geschalteten, elektrisch leitenden 
Kontakten werden Widers t ands schwankungen der Einzelkontakte 
ausgeglichen und die Stromdichte in der Zuleitung reduziert. 

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgeseheii; dass 

2 5 rnehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind. 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist verges ehen, 
dass melirere Planardioden in einem Array angeordnet sind, 

3 0 Diese Anordnung beispielsweise mehrerer Kathodeninseln in einer 

gemeinsamen Anodenflache kann' in einer Reihe, in einer Spalte, 
einer . Kombination aus der Reihen- und der Spaltenanordnung 
sowie in der Form eines Arrays erfolgen. 

35 Xn einer besonderen ■■ Ausfiihrung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die Planardioden zu einer Funktionseinheit zusammen- 
geschaltet sind. 
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Vorzugsweise sind die Planardioden in einer Parallelschaltung * 
zu einer Schutzdiode, welche fur eine zu einem zuverlassigen 
ESD-Schutz erf order lichen Strombelastung dimensioniert ist, 
zusaimnengef uhrt . Die so erzeuget . Schutzdiode kann aucli aus 
5 mehreren zusairanengeschalteten " Pianardiodenreihen und/oder 
Planardiodenspaiten oder mehreren Arrays bestehen. 

Techno logiebedingt wird zur Kontaktierung der Elektroden eine 
10 Vielzahl von Kontakten verwendet . Unter Beachtung des 
Leitungswiders tandes und der Strombelastbarkeit des Kontakts 
kann bei entsprechender Dimensionierung nur ein Kontakt, zur 
Verbindung einer Elektrode mit einer Metallebene, genutzt 
werden. . 

* 15 

In einer Ausfuhrung der Erfindung ist vorgesehen, dass die 
inselformige Elektrode eine kreisf ormige oder eine n-eckige 
Form aufweist. 

2 0 Die Form der inself onaigen Elektrode kann beispielsweise an 
eine verwendete Herstellungstechnologie angepasst werden. Die 
Elektrode kann sowohl eine kreisf ormige als auch eine eckige 
Form, mit einer beliebigen Eckenanzahl , aufweisen. 

25 Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausfiihrungs- 
beispiels naher eriautert werden. in den zugehorigen 
Zeichiiurigen zeigt 

eine ESD-Schutzschaltung mit zwei Schutzdioden aus 
dem Stand der Technik, 

Fig. 2 eine Darstellung der untersten . Layout ebene der- 
erfindungsgemaSen Schutzdiode, 

3 5 "Fig. 3 eine Darstellung der Verbindung der Anoden- und 
Kathodenf lachen mit der dariiber liegenden ersten 
Metal 1 ebene, 



Fig. 1 

30 
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Fig. 4 eiiie Darstellung der ersten Metallebene mit Via- 

. Kontakten und 

Fig. 5 eine Darstellung der zweiten Metallebene mit Via- 

5 Kontakten . 

In der Figur 1 ist eine ESD-Schutzschaltung mit zwei 
Schutzdioden 1 aus dem Stand der Technik dargestellt. Mit 
dieser Anordnung wird die interne Schaltung 2 vor 
10 elektrostatischen Entladungen an einem der Input-PAD's 3 
geschutzt. Die erf inderische Losung kann in beiden Schutzdioden 
1 Anwendung finden. 

^ Einen fiir eine Flachenoptimierung verbesserten Diodenentwurf , 

15- einer als Planardiode ausgefiihrten Diode, erzielt man, .wenn die 
Diode nicht in Anoden- und Kathodenstreif en unterteilt, sondern 
eine Anodenflache 4 mit einer -darin eingebetteten 
Kathodeninseln 5 verwendet wird. Eine Anordnung der Planariode . 
mit einer Anodeninsel in einer Kathodenf lache ist ebenfalls 
.20 moglich, Mit dieser Losung kann die Flache der Kathodeninsel 5, 
die Anodenflache 4, der Rand der Kathodeninsel 5, die Anzahl 
. der Kontakte 6 sowohl in der Kathodeninsel 5 als auch in der 
Anodenflache 4 und die Metal lbahnbrei ten so optimal aufeinander 
abgestimmt werden, dass bei einer Zusainmenschaltung mehrerer 
25 Planardioden zu einer Schutzdiode 1 jedes Planardiodenelement 
der gleichen Strombelastung standhalt. Durch die 
Wahlmoglichkeiten in Bezug auf Form und Grofie der Insel 5 kann 
ein f lachenoptimierter Entwurf . gefunden werden., Durch die 
Unterteilung der Schutzdiode 1 in kleine Teilf lachendioden wird 
3 0 ein signif ikanter Substratstrom zu benachbarten Chipelementen 
verhindert . Je nach vorhandenem Platz im Layout kann die 
Struktur, der aus raehreren Planardioden bestehenden Schutzdiode 
r 1, .quadrat is ch, rechteckig oder in mehrere Teilstrukturen 
aufgeteilt ausgefuhrt werden. 



35 



GemaS der erfinderischen Losung ist die Kathodeninsel 5 in 
einer achteckigen Form mit Winkeln von jeweils 45 Grad 
ausgefuhrt. Eine andere geometrische Form, beispielsweise eine 
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kreisformige oder quadratische Form, ist ebenfalls moglich. Zur 
Gewahrlei stung eines gleichiriaSig verteilten Stromf lusses durch 
alle Tnseln 5 ist deren GroSe, geometrische Form, die 
Einbettung und die Kontaktierung 6 der tnseln 5 jeweils gleich 
5 aias zuf uhren , Pro Insel 5 werden beispielsweise 10 Kontakte 6 
verwendet, um Widerstandsschwankungen der Kontakte 6 
ausVugleichen. Die Stromzuleitung zu den Inseln 5 erfolgt tiber 
. Kontakte 6 zu einer dartiber liegenden ebenfalls insel formi gen 
Metallplatte in der ersten Metallebene 7 und nachf olgend weiter 
10 tiber Via's zu einer dariiber liegenden zweiten Metallebene 8, in 
der die Teilstrome der Inseln 5 z-usammengef asst werden. Somit 
ist gewahrleistet , dass der Gesamtdurchlassstrom gleicbmaSig 
auf alle parallel geschalteten Inseln 5 aufgeteilt wird. Da 
^ sich die zweite Metallebene 8 grofiflachig tiber die ge saint e 

15 Diodenf lache erstreckt, stellt die Stromdichte in dieser 
Metallebene 8 keine Begrenzung fur den moglichen Strom durch 
die Dioden dar. Die El ektrodenf lache 4, in der die inseln 5 
eingebettet werden, f til It die Gebiete zwischen den Inseln 5, 
unter Einhaltung minimaler Designregeln aus. Dabei muss 
20 beispielsweise die Anodenflache 4 mindestens gleich grofi der 
Suitime der Kathodenins elf lache sein, damit keine Substratstroine 
zu anderen Chipelementen auftreten konnen. weiterhin muss die ■ 
Verteilung der Kathodenins eln 5 zuni Rand der Anodenflache 4 
abnehmen, um die Stromdichte in der ersten Metallebene 7 , 
25 welche die Anodenzulei tung darstellt, annahemd konstant zu 
halten. Die Anbindung der Anodenflache 4 erfolgt ebenfalls 
^ durch Kontakte 6 zu der erste Metallebene 7, wobei eine 

Uberlappung der Metallebene 7. an den AuSenseiten notwendig ist, 
und dadurch ein viersei tiger Anschluss der Anodenflache 4 tiber 
3 0 die erste Metallebene 7 an eine zugehorige Lei tung moglich 
wird. 

. In den Figuren 2 bis 5 ist eine Umsetzung der erf indungsgemafien 
Anordnung in verschiedenen, tibereinander liegenden Layout ebenen 
35 dargestellt. pie unterste Ebene ist in der Figur 2 dargestellt. 
In dieser Ebene sind die Kathodeninseln 5 und die Anodenflache 
4 im Siliziumsubstrat dargestellt. Sowohl die Kathodeninseln 5 
als auch die Anodenflache 4 sind mit Kontaktstopseln 6 fur den 
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Anschluss an die erste Metalleben 7 bestiickt. 

In der Figur 3 ist die Verbindung der' Kathodeninseln 5 und der 
Anodenf lache 4 mit der daruber liegenden 6rsten Metallebene 7. 
5 dargestellt, Alle Anodenanschliisse werden auf eine gemeinsame 
Metallplatte in der ersten Metallebene 7 gefiihrt, die dann an 
alien Seitenrandern beispielsweise mit dem GND-Bus verbunden 
wird. Die Metallf lachen uber den inseln 5 sind in der ersten 
Metallebene 7 sowohl zueinander als auch gegenxiber der 
10 restlichen Metallf lache der gleichen Ebene isoliert und werden 
durch Kontakte 6 von der ersten Metallebene 7 nach oben zu der 
daruber liegenden zweiten Metallebene 8 verbunden* Derartige 
Kontakte 6 werden auch als Via's bezeichnet. 

L 

15 In der Figur 4 ist die erste Metallebene 7 mit den Via- 
Kontakten dargestellt. Diese Via-Kontakte werden dann mit der 
zweiten Metallebene 8 verbunden. 

Jn der Figur 5 ist die zweite Metallebene 8 mit den verbunden en 
20 Via-Kontakten dargestellt. Diese Metallebene 8 wird hinreichend 
gro£ dimensioniert, so dass sie keine Schadigung nach einer 
Strombelastxrng durch eine elektrostatische Entladung aufweist. 
Die Anbindung, beispielsweise an ein Input-PAD, erfolgt liber 
diese Metallebene 8. 

25 
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10 Anordnung zum Schutz von. Halbleiterschaltkreisen. gegen. 

elektrostatische Entladungen 



25 



Be^ucyszeichenliste 



^15 1 Schutzdiode 



2 Interne Schaltung 

3 Input PAD 

4 Anodenf laclie 

5 Kathodeninsel 
2 0 6 Kontakt 

7 erste Hetallebene 

8 zweite Metallebene 
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10 Anordnung zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 

elektrostatische Entladuagen 

Patentanspriiche 




1. Anordnung. zum Schutz von Halbleiterschaltkreisen gegen 



elektrostatische Entladungen, mit einer Planardiode mit 
zwei Elektroden, bei der die Elektroden jeweils durch eine 
vielzahl von Kontakten kontaktiert sind und die Kontakte 
liber Metallebenen mit der Betriebspannung, einem PAD oder 
2 0 der Masse verbunden sind, dadurch gekennzeichnet , dass in 

einer gemeinsamen erst en Elektrode (40 mehrere 
Planardioden mit jeweils einer zweiten . inself ormigen 
Elektrode (5), die von der ersten" Elektrode (4) 
inns chlos sen werden, angeordnet sind, dass die Kontakte (6) 

2 5 der Elektrode (5) mit einer ersten Metallebene (7) und die 

Kontakte (6) der Elektrode (4} mit einer daruber liegenden 
zweiten Metallebene (8) kontaktiert sind. 

2 , Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 

3 0 mehrere Planardioden nebeneinander angeordnet sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurcli gekennzeichnet , dass 
mehrere Planardioden in einem Array angeordnet sind. 

3 5 4. Anordnung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet , 

dass die Planardioden zu einer Funktionseinheit 
zusammenges chal te t sind. 
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/ 

5. Anordnung nach. Anspruch 1, dadurch. gekennzeichrtet dass 
die inselformige Elektrode (5) eine kreisf ormige oder eine 
n-eckige Form aufweist. 
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